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Jelen munka réviden ismerteti az MTA MFKI-ban a
mikrohulldmit célra torténé GaAs gézfdzist epitaxidlis
novesztés teriiletén végzett tevékenységet és annak
eredményeit. Tdrgyaldsra keriilnek az alkalmazott méd-
szer alapkérdései, a berendezésiinkben végrehajtott
kisérletek eredményei, az azokbél levont kivetkezteté-
sek, valamint példdkat mutattunk be az egyes réteg-
szerkezetek tipikus koncentrdcideloszlds profiljdra.

1. Bevezetés

A miikodési frekvencia novelésével (10 GHz felett)
a GaAs alapu félvezets eszkozok elterjedése figyel-
het§ meg. Azonban ezen mikrohulldimi eszkozok
mindegyike (Gunn-, Schottky-, varaktor didda,
MESFET) az elektromos tulajdonsidgok specidlis
mélységi-eloszlasat koveteli meg. E kivetelmények
kielégitésére kiilonféle fizikai és kémiai epitaxidlis
rétegnovesztd modszereket fejlesztettek ki.

2. Kisérleti munka
Intézetiinkben laboratérium alakult a rétegszerke-

zetek elGallitdsara és mindsitésére. Ez magéba fog-
lalja a kloridos transzporton alapulé [1—5] no-
veszt$ berendezést (1. dbra) és kiszolgdlé egységeit,
valamint a rétegszerkezetek mindsitésére szolgalo
galvanomagneses és C—V mérési eljardsokat is.
Ezen médszerek segitségével lehetGségiink van
0,2—20 um vastagsdgl epitaxialis rétegek novesz-
tésére kiilonféle GaAs egykristaly hordozé lapkéra.
Reprodukalhatéan -eszkozkészités, illetve kisérleti
célokkal — a fenti rétegekbdl akir 20—30 is no-
veszthet§ egymasra.

Munkénk soran a mar emlitett Schottky-, Gunn-,
varaktor diéddk, MESFET tranzisztorok készité-
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1. dbra. A novesztéberendezés vizlata

Beérkezett: 1986, VIII. 25. (H)
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vesztése volt. K gyetem utdin
az MT A Miszaki Fezckat
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ldsdra szolgdld rétegszer-
kezetek mnovesztése, tech-
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sére alkalmas rétegszerkezeteket készitiink. Az elsd

hdrom eszkoz tipikus szabad toltéshordozé-kon-

centrédcié mélységi eloszldsat (profiljat) mutatjuk
be a 2., 3. és 4. dbrakon.

A technolégia fejlesztése sordn végzett mun-
kank az alabbi teriiletekre terjedt ki:

— Gunn- és Schottky-dioddk készitésére alkalmas
rétegszerkezetek novesztésének reprodukalha-
tésagi vizsgalata,

— gézédram-menti homogenitds vizsgilata. A no-
vesztési paramétereknek (h6mérsékleti gradi-
ens, gizaramlasi sebességek) a rétegvastagsig
homogenitdsira gyakorolt befolyésa, illetve az
itt felléps jelenségek értelmezése, :

— a puffer-aktivréteg dtmenet meredekségét be-
folyasol6 tényezdk vizsgalata.

A novesztés sordn lezajlé fizikai és kémiai
folyamatok jobb megértése érdekében megkezdtiik

a szadmitégépes modellezési eljards kidolgozésat.

végzett. 1967 dta az MT A
Mibszaki Fizikai Kutatd
Intézetének kutatdjaként
dolgozik. Kezdetidl fogva
vegyiiletfélvezetbk fizikai
tulajdonsdgai, elsésorban
az elektrofizikai tulajdon-
sdgok, az ehhez kapcso-
16do  fizikai mérések és
értelmezésitk képezte ku-
tatdsi teritletét. Kordbban
InSb, GaP, ZnGeP,,
ZnSiP,, ZnMn/Te/~/ ké-
pezte a kutatdsok tdrgydt,
az elmult 8 évben a GaAs
és annak epitaxids szerke-
zetei. Hzen témdkbdl 35
tudomdnyos dolgozata je-
lent meg kulfoldi folyo-
wratokban. Beosztdsa tu-
domdnyos osztdlyvezets.

SOMOGYI KAROLY

1967-ben a Kijevi M-
szaki Egyetem félvezeték
és deelektrikumok szakdn
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3. dbra. Kontaktus réteggel ellétott Gunn
szerkezet szabad toltéshordozé-
koncentrdcié-mélység profilja

Els6 eredményeink j6 egyezésben vannak a kisér-
leti adatokkal.

3. Kisérleti eredmények

A novekedési sebesség és az adalékanyag beépiilés-
nek a kiilonboz6 technolégiai paraméterektsl valé
fiigggése hasonl6 az irodalomban publikalthoz [1—
2]. (J6l megkiilonboztethetd a kinetikus (alacso-
nyabb hémérsékleten) és a termodinamikai (maga-
sabb h&mérsékletek esetén) tartomany [3—5].
A novekedési sebesség mértéke is j6 egyezésben
van az irodalmi adatokkal [3—35].)

A vizsgalatok azonban jelzik berendezésiink —
reaktor-geometridb6l adédé — sajatossdgait is.
Egyik ilyen jelenség a novekedési sebesség —
AsCl;—I 4gban 16vé 4ramldsi sebesség Ossze-
fiiggése, amely maximumot mutat. Ennek amagya-
razata, hogy az AsCl, és H, reakcidjaként keletkezd
s6sav egy bizonyos dramlasi sebesség folott egyre
kisebb ardnyban tud reagilni a Ga forras feliiletén
kialakulé GaAs kéreggel. Ily médon a levaldsi z6na-
ba bejut6 sésav mennyisége az dramlasi sebességgel
novekszik. Bz a f616s mennyiségli HCI a névekedési
sebességet és az adalékbeépiilés. mértékét csok-
kenti, (Ez utébbi jelenség felhasznalhaté a hattér-
szennyezettség szintjének csokkentésére.)
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4. dbra. Varaktor diéda készitésére novesztett
szerkezet szabad téltéshordozs-mélység
profilja a — szdmitott, tervezett profil

b — novesztett, moért profil

A fent emlitett csokkend tendencia jelentkezik,
amennyiben kézvetlenill a levdldsi térbe HCI-t
juttatunk. Ezt a jelenséget felhaszndljuk sorozat-
novesztéseinknél a meredek HI—L.O atmenetek
készitésére.

Az eszkozkészités szempontjabdl lényeges ko-
vetelmény a szeletmenti homogenitds. Mivel réte-
geinket a mdar emlitett termodinamikai tarto-
ményban novesztjiik, e tartomanyban vizsgaltuk a
homogenitds alakuldsit. Ennek eredményeként
optimalizdlhatéak voltak a novesztési paraméte-
rek. Megéllapithaté volt az is, hogy a +5% in-
homogenitdsnil kisebb érték a berendezés at-
alakitasa nélkiil nem érhet6 el. Vékony rétegek
novesztése esetén (mint pl. a MESFET szerkezet)
azonban lehetdség nyilik a homogenitas javitasdra
az alacsonyabb hé&émérsékletdi (kinetikus) tarto-
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ményban torténd novesztés segitségével. Ezek a
vizsgalatok megkezdddtek, s az els6 eredmények
igazoltdk varakozasunkat,

Az elvégzett nagyszdmu kisérlet lehetdséget
teremt szamunkra a rétegszerkezetek minGségének
javitdsira és ujtipusu szerkezetek kifejlesztésére.
Ennek -sordn megvaldsithatéak specidlis, el6re
tervezett valtozé adalékoldst profilok is. E teriile-
ten két fejlesztési eredményiink a mdar emlitett
varaktor (4. dbra) és a valtoz6 adalékoltsagu aktiv
réteggel rendelkez§ Gunn-szerkezet, amelyek esz-
kozkészitésben is sikeresen alkalmazdsra keriiltek.

Problémét jelent azonban, hogy a véaltozé kon-
centraciéji rétegek novesztése sok kézi munkat
igényel. Az el6készités soran a novekedési sebesség
és az adalékolas kalibricids gorbéit fel kell venni, a
novesztés tervét pedig kis lépésekre bontva kell
felépiteni. A berendezés adottsigai miatt a novesz-
tés soran az adalék mennyiségének viltoztatdsit
kézzel kell megvalésitani. Emiatt a berendezés
szamitégépes vezérlésének kialakitasat tervezziik.

Az epitaxialis rétegszerkezetek novesztése terii-
letén, a fentiekben ismertetett tevékenységiink

eredményeként, a technoldgia folyamatairél rendel-
kezésiinkre 4ll6 ismereteink elmélyiiltek illetve at-
fogbébba valtak. Ez pedig lehetséget teremtett az
uj tipust rétegszerkezetek kifejlesztésére, illetve a
kissorozatt gyartis megvaldsitasara.
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